Переход металл-полупроводник (Переход Шоттки)

Переход Шоттки – потенциальный барьер в при контактном слое металла и полупроводника P-типа. 
В области контакта металла и полупроводника P-типа возникает диффузионный ток электронов из металла в полупроводник. Электроны, попадая в полупроводник, рекомбинируются (рекомбинация – соединение электрона с дыркой), образуя зону нейтрального заряда. Ширина зоны зависит от энергии электрона металла. После образования зоны в полупроводнике P-типа образуется неподвижный отрицательный объемный заряд, а в металле образуется неподвижный положительный объемный заряд. Между зарядами возникает электрическое поле (потенциальный барьер), которое препятствует дальнейшей рекомбинации.
Работа перехода Шоттки аналогична работе P-N перехода.
Переход используется в диодах Шоттки и транзисторах Шоттки.
Образование P-N перехода

P-N переход - область полупроводника, в которой имеет место пространственное изменение типа проводимости от электронной к дырочной. 
При контакте двух областей n- и p- типа из-за градиента (разности) концентрации носителей заряда возникает диффузия последних в области с противоположным типом электропроводности. Между областями образуется область нейтрального заряда. В p-области вблизи контакта после диффузии из неё дырок остаются нескомпенсированные акцепторы (отрицательные неподвижные заряды), а в n-области - нескомпенсированные доноры (положительные неподвижные заряды). Образуется область пространственного заряда (ОПЗ), состоящая из двух разноимённо заряженных слоёв. Между нескомпенсированными разноимёнными зарядами примесей возникает электрическое поле, направленное от n-области к p-области и называемое диффузионным электрическим полем. Данное поле препятствует дальнейшей диффузии и рекомбинации основных носителей через контакт - устанавливается равновесное состояние (при этом есть небольшой ток основных носителей из-за диффузии, и ток неосновных носителей под действием контактного поля, эти токи компенсируют друг друга). Между n- и p-областями при этом существует разность потенциалов, называемая потенциальным барьером. Обычно контактная разность потенциалов в данном случае составляет десятые доли вольта.
